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【はじめに】ウェハ接合技術により、ヘテロエピタキシャル成長では実現できないような大きな

格子不整合をもつ材料同士の積層構造や極性の反転した層同士の接合構造の実現が可能である。

また、窒化物半導体は c 軸方向に大きな分極電界を有していることから、同じ極性面同士の接合

を行えば分極反転構造を形成することが可能であり、波長変換素子など新たなるデバイスの実現

が期待できる[1]。特に AlN系半導体は、大きな分極電界に加えて、バンドギャップエネルギーが

6.2 eVと半導体材料では最も大きな材料系である。そのため、ウェハ接合技術が確立できれば様々

なデバイスへの応用が期待できるが、報告例は皆無である。本研究では、サファイア基板上に結

晶成長した c軸配向した AlNのウェハ接合に関して検討を行ったので報告する。 

【実験・結果】スパッタリング法により c面サファイア基板上に AlN膜を 600 ℃で 100 nm成膜

した。AFM（10μm × 10μm）で測定した AlNの表面平坦性は RMSで 0.22 nm、X線ロッキング回

折測定で測定した(0002)回折の半値幅は 72 arcsecであった。このウェハを 1 cm角に切断して対面

同士にして接合させることによって分極反転構造を形成した。接合方法は Ar プラズマまたは O2

プラズマを用いた親水化接合法を使用し、加圧 5.0MPa、温度 400 ℃の条件下で接合させた。Fig. 

1 に接合面積割合のプラズマ照射時間依存性を示す。プラズマ照射を行わない場合、接合面積割

合は 20％程度であったが、プラズマ照射時間を長くすることで接合面積割合は増加する傾向を示

すことがわかった。Arプラズマ照射時間が 220 sの時と O2プラズマ照射時間が 240 sの時に接合

面積割合はそれぞれ 90 %であった。Arプラズマ照射時間が 220 sのサンプルの接合強度を引っ張

り試験機で測定したところ 0.291 MPaであった。この値は一般的な Au/Au接合の強度の約 1/10程

度である。当日は AlN膜の成膜条件依存性な

どの結果についても併せて報告する。 
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